
IV Международная конференция МОСКВА
24-25 ОКТ

Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов

20
22

Численный алгоритм для моделирования профилей травления 
методом уровней с произвольной функцией скорости

Аляев Р.Л.1; Лебедев А.В.2;
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В работе выполняется разработка и верификация 
программного инструмента для моделирования 
морфологии поверхности в процессах травления и 
напыления.

Аннотация

Введение
• Цель применения заключается в моделировании
процессов на основании функции скорости из 
первых принципов.

• Это позволит детальным образом учитывать 
неоднородность и нелинейность физических 
процессов.

• Трехмерный код основан на методе уровней с 
использованием «узкой полосы».

• Получен корректный двумерный профиль (см. 
Рисунок 3).

• Погрешность относительно результатов эксперимента 
Qin et al (2017) составила 9,5%.

• Также сделаны первые шаги к обобщению алгоритма 
на трехмерное пространство (см. Рисунок 4).

Результаты
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• Метод «узкой полосы» (см. Рисунок 1)
• Численная вязкость (схема Lax-Friedrichs)

Метод уровней

• Эмпирическая функция скорости:
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Рисунок 2. Диаграмма направленности
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Рисунок 1. Алгоритм метода «узкой полосы»

– Qin (2017) Wet Etch Profile

30 секунд

Рисунок 3. Результаты двумерного моделирования морфологии поверхности
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Рисунок 4. Трехмерный профиль травления (30 секунд)


